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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板にアルミニウムから成る複数の画素電極をマトリクス状に形成する工程と、
　イオンの入射方向が所定量だけ拡散する条件下で不活性ガスイオンを前記画素電極の表
面に向かって垂直方向から入射する様に前記画素電極のエッチング処理を行うことにより
、前記画素電極の外周部全周に画素溝深さを低減する様な４５°の傾斜を有する傾斜部を
形成する工程とを備える
　反射型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記画素電極の上層に配向膜を形成し、配向処理を施す工程と、
　シール材を介して前記第１の基板と第２の基板を貼り合わせる工程と、
　前記第１の基板と前記第２の基板の間隙に液晶を注入封止する工程とを備える
　請求項１に記載の反射型液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反射型液晶表示装置及びその製造方法に関する。詳しくは、相対向する一対
の基板間に液晶物質を保持した構造を有する反射型液晶表示装置及びその製造方法に係る
ものである。
【背景技術】
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【０００２】
　液晶表示装置による画像表示は、所定の間隙を介して対面配置された一対の基板間に電
圧を印加し、基板の間隙内に保持された液晶物質の複屈折特性に基づいて光透過率を制御
することによって行っている。
【０００３】
　ところで、近年はデータプロジェクターやリアプロジェクション型テレビ等の小型液晶
表示パネルを用いた表示装置が順調に市場を拡大し成長を続けており、当初は透過型液晶
表示装置が主流であった市場にも、反射型液晶を用いた液晶表示装置が参入し徐々にシェ
アを広げている。
【０００４】
　さて、透過型液晶表示装置にとって重要な性能要素であった「明るさ」については反射
型液晶表示装置にとっても重要な性能要素であり、反射型液晶表示装置でランプ、ミラー
及びプリズム等の光学系を変更することなく「明るさ」を向上させるには、画素電極、即
ち反射メタル層の反射率を向上させるといった方法が考えられる。ここで、反射メタル層
の反射率を向上させる方法としては、（１）反射メタル層成分の調整による反射率の向上
（２）反射メタル層の成膜方法を調整し、表面の凹凸改善による反射率の向上（３）反射
メタル層の面積を大きくすることによる全体としての反射率の向上等が考えられる。
【０００５】
　しかし、上記（１）の方法に関しては、一般的に使用されているアルミニウムを主に用
いた材料の場合には、添加元素としてはシリコンや銅等が一般的であるが、添加元素が入
っていない反射メタル層の場合であっても反射率は既に９０％を超えており、劇的な改善
が見こまれるものとは言い難い。
【０００６】
　また、上記（２）の方法に関しても、例えば一般的な方法として、スパッタリングを行
う処理温度を変更することによって表面凹凸の改善ができるものの、上記（１）の場合と
同様に劇的な改善が見こまれるものとは言い難い。
【０００７】
　上記した様な現状を鑑みると、反射メタル層の反射率を向上させる方法としては、上記
（３）の反射メタル層の面積をできるだけ大きくするという方法を採用すること、即ち、
画素電極の最表面と画素電極の最表面との隙間である画素溝の幅の縮小化を図ることが有
効であると考えられる。
　なお、画素溝の幅の縮小について、製造プロセスの限界は年々進化しており、数１０ｎ
ｍの加工が可能なまでになっており、画素溝の幅を縮小した画素電極を形成するという点
については、何ら問題となるものでは無いと考える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、液晶表示装置として考えた場合には、反射メタル層の上層に液晶が位置
するために、画素溝の幅と反射メタル層の膜厚の比、即ち、画素溝の幅と画素溝の深さの
比によって液晶分子の配向の乱れを誘発し、液晶分子が異常配向した領域については印加
した電圧による液晶の制御を行うことができずに実質的な反射率の低下を招いたり、画素
溝に黒いスジが見え、あるいは光の反射を抑えることができずに黒表示にならない等の画
質上の不具合が発生したりする等の問題があった。即ち、画素溝の幅の縮小化は反射メタ
ル層の加工技術のみに律束されるものではなく、液晶の配向にも律束されるものと言える
。
　以下、画素溝の幅と画素溝の深さの比によって液晶分子の配向が乱れる点について詳し
く説明する。
【０００９】
　図６で示す様に、液晶分子１０３は、配向膜１０１に従って配列しようとする性質を有
すると共に、隣り合う液晶分子に並びを合わせようとする性質をも有するために、反射メ
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タル層１０２表面では反射メタル層の面に対して垂直に配列する液晶分子も、反射メタル
層の最表面と反射メタル層の最表面の隙間である画素溝１０４では、図６中符号Ａで示す
反射メタル層の側面に対して垂直に配列しようとする液晶分子と、図６中符号Ｂで示す画
素溝の底面に対して垂直に配列しようとする液晶分子といった２つの配列が存在してしま
うことになる。
【００１０】
　上記の様な２つの配列が存在したとしても、反射メタル層表面の液晶分子と同一の配向
方向である正常配向の液晶分子が多い場合には、反射メタル層の側面に対して垂直に配列
している異常配向は、その存在自体が困難であり液晶の異常配向はほとんど発生すること
は無い。
【００１１】
　しかし、画素溝の幅が縮小された場合には、画素溝では、画素溝の底面に対して垂直に
配列しようとする液晶分子が減少して反射メタル層の側面に対して垂直に配列しようとす
る液晶分子が増大するために、正常配向の液晶分子が減少し、異常配向の液晶分子が増大
することとなってしまい、液晶の異常配向が図７で示す様に反射メタル層表面にまで及ん
でしまい、上記した様な液晶の配向の乱れによる問題が生じてしまう。
【００１２】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであって、液晶の異常配向を抑制すること
が可能である反射型液晶表示装置及びその製造方法を提供することを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る反射型液晶表示装置は、複数の画素電極が
マトリクス状に配置された第１の基板と、該第１の基板と所定の間隙を介して対面配置さ
れた第２の基板と、前記第１の基板及び第２の基板の間隙内に保持された液晶とを備える
反射型液晶表示装置において、前記画素電極の外周部に画素溝深さを低減する様な傾斜部
を形成した。
【００１４】
　ここで、画素電極の外周部に画素溝深さを低減する様な傾斜部が形成されたことによっ
て、液晶分子の異常配向を抑制することができる。
【００１５】
　また、上記の目的を達成するために、本発明に係る反射型液晶表示装置の製造方法は、
第１の基板と、該第１の基板と所定の間隙を介して対面配置された第２の基板と、前記第
１の基板及び第２の基板の間隙内に保持された液晶とを備える反射型液晶表示装置の製造
方法において、前記第１の基板に複数の画素電極をマトリクス状に形成する工程と、前記
画素電極を不活性ガスでイオンエッチングする工程とを備える。
【００１６】
　ここで、画素電極を不活性ガスでイオンエッチングすることによって、画素電極の周辺
部に画素溝深さを低減する様な傾斜部を形成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の反射型液晶表示装置及びその製造方法によれば、液晶分子の異常配向を抑制し
、実質的な反射率の向上を図ることができ、反射型液晶表示装置にとって重要な「明るさ
」を向上させることが可能となると共に、画質の向上も図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明し、本発明の理解に供する。
　図１は本発明を適用した反射型液晶表示装置の一例である反射型液晶パネルを説明する
ための模式的な断面図であり、ここで示す反射型液晶パネルは、ＴＦＴ基板本体７にバリ
アメタル層８を介して、その外周部に図１中符号ａで示す角度が４５°である傾斜部１が
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形成されたアルミニウムから成る反射メタル層２が形成されると共に、この反射メタル層
の上層に配向膜９が形成されたＴＦＴ基板３と、このＴＦＴ基板と所定の間隙を介して対
面配置された対向基板（図示せず）との間隙内に液晶４が充填された構造を採っている。
【００１９】
　ここで、反射メタル層に傾斜部を形成することによって液晶分子の異常配向を抑制する
ことができれば充分であり、傾斜部の傾斜は必ずしも４５°である必要は無いが、以下の
理由によって傾斜部の傾斜は３５～５５°である方が好ましい。
　即ち、図２に傾斜角度と配向不良率との関係を示すが、この図２から傾斜角度が５５°
を超えると配向不良率が上昇していることが分かる。これは、傾斜角度が大きくなると反
射メタル層の最表面と反射メタル層の最表面の隙間である画素溝１０において異常配向の
液晶分子数が増大してしまうからだと考えられる。従って、配向不良率の低減を図るため
には傾斜角度を５５°以下にする必要がある。
　また、図３に傾斜角度と可視光の平均の反射率との関係を示すが、この図３から傾斜角
度が３５°未満になると急激に反射率が低下していることが分かる。これは、傾斜角度が
小さな傾斜部が形成されると、本来正常な配向であった反射メタル層表面部分まで傾斜部
が到達してしまうためと考えられる。従って、反射率の急激な低下を避けるためには傾斜
角度を３５°以上にする必要がある。
【００２０】
　また、傾斜部は４５°の傾斜を有することによって、上記した様に配向不良率の低減を
図ると共に、反射率の急激な低下を回避することができれば充分であり、必ずしも図１で
示す様に、反射メタル層の底面５から垂直に立ち上がった側面６が形成される必要は無く
、図４で示す様に、側面が形成されること無く傾斜部が底面まで達していても構わない。
【００２１】
　更に、傾斜部はその表面が必ずしも直線的である必要は無く、緩やかな曲線を描いてい
ても構わない。
【００２２】
　以下、上記した反射型液晶パネルの製造方法について説明する。即ち、本発明を適用し
た反射型液晶表示装置の製造方法の一例について説明する。
　本発明を適用した反射型液晶表示装置の製造方法の一例では、先ず、図５（ａ）で示す
様に、一般的に行われている従来と同様の方法によって、ＴＦＴ基板本体７にチタンやタ
ングステン等の高融点金属及びそれらの化合物から成るバリアメタル層８を介してアルミ
ニウムから成る反射メタル層をマトリクス状に形成する。
【００２３】
　次に、図５（ｂ）で示す様に、窒素ガスを用いてＲＩＥ方式（リアクティブイオンエッ
チング方式）のエッチング装置を利用して、イオンの入射方向がある程度拡散する様な条
件下で窒素イオンが反射メタル層表面に向かって垂直方向から入射する様にエッチング処
理を行う。
【００２４】
　ここで、窒素イオンの入射方向がある程度拡散する様な条件下でエッチングを行うこと
によって、反射メタル層の側面には、垂直方向からのイオンインパクトに加えて横方向か
らのイオンインパクトも存在するために、反射メタル層表面よりもエッチングの進行が早
くなり、図５（ｃ）で示す様な、反射メタル層の外周部に画素溝深さを低減する様な傾斜
部が形成されることとなる。
【００２５】
　また、上記ではエッチング処理の際に窒素ガスを用いているが、エッチング処理に用い
るガスは反射メタル層と反応しない様に不活性ガスであれば良く、必ずしも窒素ガスであ
る必要は無い。
【００２６】
　反射メタル層に傾斜部を形成した後は、通常の反射型液晶表示装置の製造方法と同様に
、反射メタル層の上層に配向膜を形成し、配向処理を施した後に、シール材を介して対向
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とができる。
【００２７】
　上記した本発明を適用した反射型液晶表示装置では、反射メタル層にその傾斜が４５°
である傾斜部が形成されたことによって、画素溝における液晶分子の異常配向を抑制し、
液晶パネルの配向不良率の低減を図ることができると共に、反射率の急激な低下をも避け
ることができ、反射型液晶パネルにとって重要な「明るさ」の向上を図ることが可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明を適用した反射型液晶表示装置の一例を説明するための模式的な断面図で
ある。
【図２】傾斜角度と配向不良率との関係を示す図である。
【図３】傾斜角度と可視光の平均の反射角との関係を示す図である。
【図４】反射メタル層の変形例を説明するための模式的な断面図である。
【図５】本発明を適用した反射型液晶表示装置の製造方法の一例を説明するための図であ
る。
【図６】従来の反射型液晶表示装置を説明するための図である。
【図７】画素溝の幅が縮小された場合における液晶分子の配向の乱れを説明するための図
である。
【符号の説明】
【００２９】
　　　１　　傾斜部
　　　２　　反射メタル層
　　　３　　ＴＦＴ基板
　　　４　　液晶
　　　５　　底面
　　　６　　側面
　　　７　　ＴＦＴ基板本体
　　　８　　バリアメタル層
　　　９　　配向膜
　　１０　　画素溝
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